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Problema 1. - Dado el circuito de la figura, donde ademds se muestran las caracteristicas de los diodos, se pide
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a) (2 puntos)- Calcular el punto de trabajo de ambos diodos si E=20 V.

dafie ninguno de los diodos.
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b) (3 puntos)- Hallar el rango de valores entre los que puede variar el generador E (E>0 y E<0) para que no se
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Problema 2.- (3 puntos) Dado el circuito de polarizacién de la figura o Ve =12V
adjunta, obtenga el punto de trabajo de ambos transistores.

Datos: BIT: Vag,=0.6V y [ O 43 2 240
MOSFET:  k=4mA/V' y V=3V mA T 2.2

Problema 3.- Dibuje y calcule los parametros del modelo en pequeiia

sefial de los siguientes transistores (indique con claridad las unidades \‘6 ) o
de dichos pardmetros): R, § ﬁ\—_
. 3,3kQ Gy- Vs
a) (I punto)- MOS con Vt=2 V, k=3 mA/V? y V=50 V, polarizado R, I,
en Iy=4 mA. 14Q 5 mA
b) (I punto)- BIT pnp con p=100 y V,=150 V, polarizado en |Ic|=10 £ 1 1
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